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— tadunek elektronu

— liczba porzadkowa pierwiastka

— potencjat elektryczny

— masa
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— czas
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go fali elektromagnetyczne;j)
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Distribution Function)
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— kat Bragga
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frakcyjna)

— wektor sieci odwrotnej

— modut wektora sieci odwrotne;j

— wektory jednostkowe sieci odwrotne;j

— wektor falowy dyfrakcji (wektor dyfrakcji)

— wektor falowy wiazki pierwotnej

— wektor falowy wiazki dyfrakcyjnej
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1. Wstep

Rozpraszanie oraz dyfrakcja promieni rentgenowskich i elektronow sa obec-
nie podstawowymi metodami badan struktury materiatdw. Rozwoj konstrukeji
nowoczesnych dyfraktometréw 1 mikroskopéw elektronowych przyczynit si¢ do
powstania nowych technik tworzenia i rejestracji obrazoéw dyfrakcyjnych (np.:
metoda stalego kata padania, dyfrakcja z mikroobszaréw, wysokorozdzielcza
mikroskopia elektronowa czy refraktometria). Rozwijajace si¢ rownolegle kom-
puterowe systemy sterowania praca urzadzen zwigkszyly precyzje¢ zapisu danych
eksperymentalnych, co w polaczeniu z powstaniem i doskonaleniem programow
obliczeniowych umozliwito stworzenie nowych metod badan struktury materia-
16w oraz ,.renesans” dotychczasowych metod analizy, ktore ze wzgledu na cza-
sochtonny aparat obliczeniowy dotad nie mogly by¢ powszechnie stosowane.
Przyktadem moga tu by¢: konstrukcja przystawek do reflektometrii, techniki
pomiaru przy statym kacie padania wiazki, programy komputerowe z zakresu
krystalografii elektronowej, analizy Rietvielda, analizy rozpraszania dyfuzyjne-
go 1 niskokatowego, okreslanie struktury komorki elementarnej, radialnej funkcji
gestosci atomowej 1 inne.

Obecne programy komputerowe dostarczane wraz z aparatura pozwalaja
niemal automatycznie przetwarza¢ otrzymane obrazy eksperymentalne pod
wzgledem wyznaczania niektorych parametréw struktury materiatéw. Programy
te stanowia ogromna pomoc, jednak tylko dla doswiadczonej kadry badawcze;j,
ktora interpretujac otrzymane wyniki uwzglednia mozliwe bledy, popehiane czy
to w pracy urzadzenia, czy algorytmu programu komputerowego. Wieloletnie
doswiadczenia dydaktyczne autora wykazaty, ze zajgcia prowadzone ze studen-
tami i doktorantami w zakresie metod badan struktury materiatow z zastosowa-
niem profesjonalnych programéw komputerowych opieraja si¢ niemal na me-
chanicznej analizie, bez uwzglednienia mozliwych btedow programu i wiado-
mosci o materiatach. Dzieje si¢ tak zapewne z tego wzgledu, ze student nie zaw-
sze rozumie podstawy fizyczne zmiany charakteru obrazu dyfrakcyjnego i moz-
liwosci bledow wynikajacych z pracy aparatury i stosowanych programow. Taki
.komputerowy” sposob szkolenia miodej kadry naukowej i studentéw utrudnia
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doskonalenie zard6wno metodyki badawczej, jak i aparatury oraz tworzenie no-
Wwego oprogramowania.

Biorac to pod uwage, wobec braku odpowiedniego podrgcznika w jezyku
polskim, autor postanowit opisa¢ podstawy fizyczne i krystalograficzne matema-
tycznych zwiazkéw migdzy stopniem uporzadkowania struktury materiatu
a charakterem jego obrazu dyfrakcyjnego otrzymanego za pomoca wiazki pro-
mieniowania rentgenowskiego, wiazki elektronowej lub neutronowej. Niniejszy
podrecznik powinien wypelni¢ istniejaca luke w piSmiennictwie krajowym.
Wspdlnie z kilkoma wczesniejszymi wydaniami podrgcznika Rentgenowska
analiza strukturalna autorstwa Z. Bojarskiego i E. Lagiewki oraz monografia
Struktura, wlasciwosci i metody badan materialow otrzymanych elektrolitycznie
E. Lagiewki i A. Budnioka bgdzie stanowit pomoc dydaktyczna dla studentow
i doktorantow kierunkéw: inzynieria materialowa, fizyka ciala statego, metalur-
gia, chemia i kierunkéw pokrewnych. Podrecznik ten moze by¢ takze przydatny
dla pracownikéw instytutow badawczych i kadry inzynierskiej o$rodkow prze-
mystowych, ktorzy w swojej pracy zawodowej spotykaja si¢ z problemami pod-
noszenia jakosci wytwarzanych materialdw i produktow.
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